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	此次高级讲习班暨全国研究生暑期学校共招收正式学员120人，旁听学员60人。在这些正式学员中有青年教师15人，博士研究生66人，硕士研究生45人，学员来自全国51所著名高等学校和2所科研单位。学员的专业主要包括固体力学、材料物理与化学和微电子与固体电子学三个专业。本次讲习班暨全国研究生暑期学校以“加强基础、促进交流、开拓视野、培养青年科研后备人才、提高研究生综合素质”为宗旨，根据“多场耦合理论与智能材料”学科方向的特点，不仅讲授部分基础课程，而且还介绍学科前沿的发展动态及最新研究成果；培养青年教师及研究生的创新意识，促进校际交流与合作，提高青年科研工作者的综合素质。学员们对此次暑期学校反映很好，收获颇多，对教学计划、讲授内容都非常满意，纷纷表示，这次全国研究生暑期学校是他们学生生涯中听过的最高级别的一门课程。 
	 
	 

